
电 科

刻蚀的分辨率
,

应采用厚度薄于 的超薄抗蚀层 然而传统的旋转涂布法难于满足

制备高质最的超薄抗蚀膜的要求
,

因厚度薄于 时
,

这种抗蚀膜常常具有很高的缺

陷密度和渗透性以及较差的抗蚀性 为了克服这些旋涂抗蚀膜的不足
,

近年来
,

膜技术被用来制备高质量的超薄抗蚀层 。一习 但是仍存在一些问题
,

如较

低的热稳定性和机械稳定性以及相对较差的抗蚀性 本文报道了我们采用 膜技术成

功地制备了具有良好抗蚀性
、

热稳定性和机械稳定性的超薄抗蚀膜
,

并且利用经我们 自己

改装的 日立 一 扫描电子显微镜 电子束曝光
,

采用湿法腐蚀的方法
,

获得了

卜 的刻蚀分辨率

, 一 一 收到 , 一 一 定稿
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该前烘温度低于 的玻璃化温度
,

其 目的是为了保持 膜形成的有序结

构 等人口用椭圆偏振测厚仪测得单层 厚度为
,

因而

”层 膜的厚度为 整个拉膜过程在 。级超净间 进 行
,

温 度 为

士 ℃

实验中用的电子束曝光设备为经改造的由计算机控制曝光的 日立 一 扫描 电 子

显微镜田 对于 膜
,

曝光条件为点扫描方式
,

放大倍 数 倍
,

加速

电压
,

束径
, 一‘ 束流

,

剂量范围为 一
,

件 。

曝光后
,

样品在甲基异丁基酮 异丙醇一 的显影液中 ℃温度下显影 , 然后

将样品放在光学显微镜下观察图形是否被刻透 抗蚀膜的后烘条件为 ℃温度下后 烘

后烘以后
,

将样品置人去离子水 磷酸 的腐蚀液中腐蚀
,

从而将显影图形转

移到铝膜上
,

然后用丙酮将胶去掉
,

并用原子力显微镜观测铝膜的缺陷情况
,

用扫描电子

显微镜浏量刻蚀图形的线宽



期 鲁 武等 聚甲基丙烯酸甲酮 膜用作高分辨率电子束抗蚀层的研究 ”

。

卜

六已己职暇

‘,‘

图 采用改装的 日立 曝光在蒸有

铝膜的硅片上 层 膜作 为 坑 蚀

层刻蚀得到曝光条件为 加速电压
、

束径
、 ·

。一 束流
、

细线和粗线的曝光
荆最分别 为 协 和 。 卜 的 光 栏

图形

一 。 ‘

线曝光剂量伍 山

图 略 曝光剂量与刻蚀线宽关系曲线

结论

运用 技术
,

我们制备了高质量的具有好的坚挺性
、

低的缺陷密度和好的热稳定性

的超薄抗蚀层
,

且具有很好的抗酸腐蚀性 利用改装的 电子束曝光
,

用酸性腐蚀液

对铝膜腐蚀
,

结果得到 卜 的刻蚀线宽
,

表明该曝光系统可在实验室内用作掩模版制

作或特种器件的研究

参 考 文 献

, ,

一
·

。, ,

, 一



斗 电 子 科 学 学 刊 ‘ 卷

, 门


